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Süre 120 dakikadır. Kendi not ve kitaplarınızı kullanabilirsiniz. Ba kasından not, kitap, hesap makinesi 

vb. alınamaz. Puanlama: 1(35), 2 (35), 3(30). 

Soru 1: 

Bir bipolar i lemsel geçi  iletkenli i kuvvetlendiricisi (OTA) için IA = 500µA kutuplama akımı

için ölçülen karakteristik büyüklükler a a ıda verilmi tir: 

Çıkı  akımının sınır de erleri IOmaks = 479µA, IOmin = 479µA, çıkı  geriliminin sınır de erleri 

VOmaks = 2.37V, VOmin = -2.42V, do rusallık aralı ının sınır de erleri VOM1 = 1.65V,                 

VOM2 = -1.65V, e im Gm = 8.86mA/V, e imin ilk kutbu f1 = 2.75MHz, ikinci kutup f2 =65MHz, 

fark i aret giri  direnci RID = 67kOhm, fark i aret giri  empedansı modülünün -3dB dü tü ü

frekans fZID3dB = 553kHz, ortak i aret giri  direnci, RIC = 46MOhm, ortak i aret giri

empedansı modülünün -3dB dü tü ü frekans fZIC3dB = 5.2kHz, gerilim kazancı AV = 28.7dB, 

çıkı  direnci Ro = 120kOhm, çıkı  empedansı modülünün -3dB dü tü ü frekans fO3dB = 833 

kHz, giri  akımları 900nA olarak belirlenmi tir. Makromodeldeki G düzeltme iletkenli i sıfır

alınacak ve ihmal edilecektir. Yük kapasitesi CL = 0 dır. Kullanılacak diyotlar için VD =0.6V, 

V  = 0.5V (e ik gerilimi) alınabilir.

Verilen büyüklüklerden yararlanarak bu OTA yapısı için bir OTA makromodeli olu turunuz. 

OTA VCC = VEE = 2.5V’luk simetrik kaynakla beslenmektedir. 

Soru 2: 

Bir bipolar transistorda MF = 0.02, mC = 0.33, IKF = 30mA, C = 0.8V, MR = 0.08, mE = 0.35, 

IKR = 3mA, E = 0.77V olarak verilmi tir. Transistora ili kin CjC = f(VCE) de i imine ili kin

de erler Tablo-1’de görülmektedir. 

Tablo-1. Transistora ili kin CjC = f(VCE) de i imine ili kin de erler 

Tablodaki de erlerden ve verilenlerden yararlanarak QBO sıfır kutuplama baz yükünü ve 

dinamik model parametrelerini (CJCO, F, CJEO, R) hesaplayınız.



Soru 3: 

Bir NMOS transistorun geçi  karakteristi i doyma bölgesi ölçümleriyle VDS = 1.5V sabit 

de eri için ve VBS taban-kaynak gerilimi sırasıyla VBS = 0V, VBS = - 0.25V, VBS = - 0.5V,         

VBS = - 0.75V ve VBS = - 1V alınarak çıkartılmı tır; elde edilen geçi  karakteristi i ekil-1'de, 

bu karakteristi e ili kin veriler de Tablo-2'de görülmektedir. Transistorun boyutları

W=12 m, L=o.5 m olarak verilmi tir. 2 F = 0.7V dur.

Bu tablodaki verilerden yararlanarak NMOS tranzistorun VTO e ik gerilimini, KP proses e im

parametresini ve  gövde etkisi faktörünü (1. düzey model parametreleri) belirleyiniz.   

Tablo-2. VBS = 0V, VBS = - 0.25V, VBS = - 0.5V,         VBS = - 0.75V ve VBS = - 1V için geçi

karakteristi i verileri. 


